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Introducao

Condutores transparentes sdo componentes
essenciais para inUmeras aplicacdes tecnoldgicas,
tais como LEDs, células solares, displays de cristal
liquido (LCD), entre outros.™ O éxido mais utilizado
para esse fim é o Oxido de indio e Estanho (ITO)®,
porém, grandes esfor¢os estdo sendo dedicados
para a substituicdo desse material e um possivel
candidato é a perovskita SrTiO3, um 6xido isolante
com gap de 3,25 eV, que pode se tornar condutor
com a dopagem de cations com valéncias maiores,

superficie homogénea e densa sem a presenca de
trincas.

As caracterizacOes elétricas (constante dielétrica em
funcdo da frequéncia e em funcdo da voltagem
aplicada (Figura 1b)) mostraram que a incorporacao
dos ions La (lll) ndo alterou a -caracteristica
paraelétrica da amostra, apenas causando uma
diminuicdo nos valores de constante dielétrica.
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tais como o Nb (V) e La (lll) no sitio do Sr (11).”!
Filmes finos epitaxiais de La,Sr;,TiOs5 crescidos
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sobre substrato LSAT preparados pela técnica de
deposicdo a laser pulsado apresentaram
caracteristicas condutoras quando a concentracao
de La (Ill) variou entre 5-15%."

Neste trabalho foi estudado o efeito da adicdo dos
fons lantanio nas propriedades estruturais e
elétricas de filmes finos do SrTiO; preparados pela
deposicdo de solucdo quimica’™ sobre substrato de
Pt/Ti/SiO,/Si em spin coating a 7000 rpm por 40
segundos, nas concentragcfes de 5, 10 e 15% em
mol de lantanio.

Resultados e Discussao

A difratometria de raios X mostrou a formacédo de
um material policristalino sem a presenca de fases
secundérias, indicando que houve a incorporacao
dos ions La (lll) na rede hospedeira do SrTiOs. Os
espectros na regido do infravermelho apresentaram
uma diminuicdo da diferenca de intensidade entre
as bandas do estiramento da ligacdo do metal
modificador de rede (Sr-O e La-O), bandas entre
600-400 cm™, e os espectros micro-raman (Figura
la) apresentaram significativas alteracbes com a
adicdo do dopante na rede, como a presenca da
banda de baixa intensidade em 474 cm™, 478 cm™ e
484 cm™ para as amostras com 5, 10 e 15% de
lantanio, respectivamente, que podem estar
associadas com a presenca da inclusdo de novos
clusters dodecaédricos LaOy,.

A caracterizacdo microestrutural realizada por
microscopia de varredura por emissao de campo
(FEG) demonstrou a formacéo de filmes finos com
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Figura 1. a) Espectros micro-raman e b) grafico de
constante dielétrica em fungdo da voltagem aplicada
para os filmes finos do sistema Sry,La,TiOs.

Conclusodes

A andlise dos resultados obtidos leva a concluir que
0 atomo de lantanio se inseriu na rede hospedeira
do SrTiO3 no sitio do estréncio, sem a formacéo de
fases secundéarias e mostraram a forte influéncia
dos novos clusters dodecaédricos de LaOi;, em
distorcer a matriz hospedeira, mostrando que a
inclusdo desses ions leva a alteragcbes estruturais
locais. As analises elétricas mostraram que a adi¢do
de lantanio ndo mudou a caracteristica paraelétrica
do SrTiO; & temperatura ambiente, apenas
ocorrendo a diminuicdo da constante dielétrica com
a adi¢cdo do substituinte.
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